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図417:プロセス領域におけるグリッド電位依存性(RE, = 8 mTorr).
PH2= 8 mTorr
図4-8:ワイヤプローブにおけるV, - Ip特性(PH2 -8mTorr).
21
PH2 ≡ 2 mTorr
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図4-16:正イオン飽和電流I十と飽和電流比I~/I+のRFパワー依存性(pH2 = 2 mTor-
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図4-25:イオンセンシティブプローブにおけるVc - Ic特性(PH, =8mTorr,VG--20
V,20V)･
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図4-26:イオンセンシティブプローブにおけるVc I Zc特性のVe依存性(PE2 -






図4-27‥イオンセンシティブプローブにおけるVc - Ic特性のVe依存性(RH｡ =









図4-28:コレクタ電洗Zcの電子捕集電極電位Ve依存性(RE, - 2 mTbrr , Vo= -20V)･
-10　0　10　20　30　40　50
V｡ (V)
図4-29:コレクタ電流Zcの電子輔集電橿電位ve依存性(PH, - 2 mTorr , VG- 20 V)･
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図4-30:イオンセンシティブプローブにおけるVc - Ic特性のVe依存性(RES -
8mTorr , V0 - -20 V).
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図4-32:コレクタ電流tcの電子輔集電極電位ve依存性(PE, - 8 mTorr , VG= -20V).
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表5-1:アルゴンプラズマにおける面積比S-/S+ (PA,- 2 mTorr , V0 --20V , 20V)･
45
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